Amorphes Silizium auf Silizium - ein Referenzmaterial fiir die Wasserstoffanalytik
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Kernreaktionsanalyse (NRA)

Elastische Riickstreu-Analyse (ERDA)

Sekundarionisationsmassenspektrometrie (SIMS)

NRA
1H(15N,ay)12C
1H(19F, ary) 160

SIMS
Cs* 0,0062 MeV
step size 30 nm

ERDA
1He2+ 1,45 MeV
4He?* 2 MeV
TLj2+ 4,23 MeV
160x+ 4,5 MeV
197Au2+ 384 MeV
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